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O processamento com focused ion beam (FIB) é comumente utilizado para testes e
modificagdes de circuitos integrados (chips). Neste trabalho buscamos encontrar parametros
adequados para realizar (a) imageamento de circuitos, (b) deposicdo de camada protetora e (c)
corrosdo de diferentes materiais com FIB. O estudo foi realizado na empresa CEITEC e no
Laboratorio de Nanoscopia de Superficies (LANAS) da UFRGS. Na parte experimental foram
utilizados circuitos integrados de teste da CEITEC e o FIB do LANAS. Para imageamento,
combinamos dados de microscopia eletronica de varredura (MEV) e FIB. Procuramos
maximizar a resolucdo das imagens e minimizar o dano provocado as amostras pelo feixe de
fons. Obtivemos os melhores resultados com feixe de 10 pA de Ga* e 20 nm de didmetro.
Identificada essa condicdo, partimos para deposi¢do de camada protetora e corroséo (“corte”)
das amostras de modo a produzir “trincheiras” que permitissem imageamento em segao
transversal. Utilizamos carbono com cerca de 1 um de espessura para proteger as bordas da
trincheira e evitar redeposicdo do material removido na corrosdo. Essa etapa foi conduzida em
trés passos: feixe de 10 nA e 360 nm de diametro para iniciar a cavidade; 500 pA e 50 nm de
diametro para a maior parte do trabalho; e 30 pA e 20 nm de diametro para realizar um
polimento na regido a ser imageada. A partir desse trabalho chegamos a um procedimento
considerado adequado para a atividade no FIB visando ao imageamento de circuitos
integrados em secdo transversal.



